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В полупроводниках FeIn2S4 и ÔåÝà2Ñ4 исследован эффект Холла при различных температурах. Установлено , что 
ÔåÈí2Ñ4 и ÔåÝà2Ñ4 обладают ï типом проводимости. Определены концентрации и холловская подвижность носителей тока. 

 
 В последние годы значительное внимание 

уделяется изучению полумагнитных полупровод-
ников типа ÀÛÛ ÁÛÛÛ

2 Õ
ÂÛ

4 ( À- Ìí , Ôå, Úî, Íè; Á–Ýà, Ûí; 
Õ–Ñ, Ñå, Òå) [1-6].Эти соединения перспективны для 
создания на их основе лазеров, модуляторов света, 
фотодетекторов и других функциональных устройств, 
управляемых магнитным полем. ÔåÈí2Ñ4 и ÔåÝà2Ñ4 
относятся к  классу  соединений типа ÀÛÛÁÛÛÛ

2Õ
ÂÛ

4, 
физические свойства которых изучены в некоторых 
работах [7-10]. 

В настоящей работе приводятся результаты 
исследования эффекта Холла в кристаллах ÔåÈí2Ñ4 и 
ÔåÝà2Ñ4. 

Поликристаллы ÔåÈí2Ñ4 и ÔåÝà2Ñ4  получены 
прямым сплавлением элементов высокой чистоты 
(99,999 %) в стехиометрических количествах. 
Рентгенографическим методом установлено, что 
ÔåÈí2Ñ4 обладают шпинельной структурой с пара-
метром кристаллической решетки а=10,62 Å [1], а 
ÔåÝà2Ñ4 обладают ромбической структурой типа 
ÇíÀë2Ñ4 с параметрами кристаллической решетки 
а=12,89 ; в=7,51; с=6,09 Å [9]. 

Образцы изготавливались путем механической 
обработки слитка в виде параллелепипеда со средни-
ми размерами  ~ 4х7х9 мм3. Измерения проводились 
на постоянном токе в постоянном магнитном поле на 
образцах ÔåÈí2Ñ4 и ÔåÝà2Ñ4. 

Исследованием эффекта Холла установлено, что в 
исследуемом температурном интервале кристаллы 
ÔåÈí2Ñ4 и ÔåÝà2Ñ4  обладают р типом проводимости. 

На рис.1 показаны температурная зависимость 
концентрации и холловская подвижность носителей 
тока, определенные из измерений эффекта Холла для 
кристаллов ÔåÈí2Ñ4. Видно, что подвижность 

носителей тока (кривая 1), начиная с температуры 300 
К уменьшается, а в интервале 340÷390 К остается 

постоянной (~20
секВ
см 2

). Далее, начиная с темпе-

ратуры 391 К подвижность тока растет и затем после 
температуры 430 К остается почти постоянной и 

равной µ≈30
секВ
см 2

. А концентрация носителей тока 

(кривая 2) в исследуемых температурных интервалах 
остается почти постоянной и равной Р≈( 1÷3 ) ·1017 
см-3. 

 
Рис.1.Температурные зависимости холловской под-

вижности (кривая 1) и концентрации (кривая 2) 
носителей тока для  кристаллов ÔåÈí2Ñ4. 

 
На рис.2 показаны температурная зависимость 

концентрации и холловской подвижности носителей 
тока, определенные из измерений эффекта Холла для 
кристаллов ÔåÝà2Ñ4. Видно, что подвижность 
носителей тока (кривая 1) в температурном интервале 
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330÷400 К слабо растет и ее значение достигает 

µ≈180
секВ
см 2

; 

 

Рис. 2. Температурные зависимости холловской под-
вижности (кривая 1) и концентрации (кривая 2) 
носителей тока для кристаллов ÔåÝà2Ñ4 . 

 
Концентрация носителей тока (кривая 2) в 

исследуемом температурном интервале растет и ее 
значение изменяется в интервале Р=(6÷12)·1014см3. 
Следует отметить, что это же значение концентрации 
носителей тока  для  ÔåÝà2Ñ4 получено из измерений 
зависимости электропроводности этих образцов от 
электрического поля [10]. 

Таким образом, в кристаллах ÔåÈí2Ñ4 и ÔåÝà2Ñ4  
исследован эффект Холла при различных темпера-
турах. Определены концентрация и холловская под-
вижность носителей тока. Установлено, что ÔåÈí2Ñ4 и 
ÔåÝà2Ñ4  обладают  р типом проводимости.    
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